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1. まえがきまえがきまえがきまえがき 

福島第一原子力発電所事故以来、原子炉内部の

状態を的確に把握するため、高い放射線耐性を有

した小型撮像素子の開発が急務となっている。

我々は耐放射線性小型撮像素子として CdTe 光電

変換膜を用いた FEA 撮像素子を提案している。

これまでに光電変換膜として CdS/CdTe および

CdS/CdZnTe構造を検討してきた[1]。光電変換膜

のリーク電流を低減するためには CdS 窓層の膜

厚を増加させることが有効であるが、CdS膜厚を

大きくすると波長 500 nm以下の感度が低下する。

そのため、CdSよりも大きなバンドギャップを有

する窓層が求められる。今回、CdS窓層の成膜法

である大気中 MOCVD 法を用いて ZnS 窓層の成

膜を行ったので報告する。 
 

2. 実験実験実験実験方法方法方法方法 

これまでの CdS 窓層は大気中 MOCVD 法によ

り行ってきた。この手法では原料であるガラス上

にスクリーン印刷されたジエチルジチオカルバ

ミド酸カドミウム(C10H20CdN2S4)を 520℃程度

に加熱し、原料と 1mm 程度の間隔で向かい合わ

せに配置された基板上に堆積させる。今回、ジエ

チルジチオカルバミド酸亜鉛(C10H20ZnN2S4)を

原料に用いて同じ手法でガラス基板上への ZnS

膜の成膜を試みた。基板温度は 495℃とした。成

膜時間 60 sのプロセスを 4回繰り返して ZnS膜

を作製した。 
 

3. 実験結果および考察実験結果および考察実験結果および考察実験結果および考察 

Fig.1に作製した膜のX線回折パターンを示す。

X 線回折ではウルツ鉱構造(WZ)の(002)あるいは

閃亜鉛鉱構造(ZB)の(111)のピークが観測された。

この結果よりこの方向に配向した ZnS 膜が得ら

れていることがわかる。 

Fig.2 に作製した膜の透過スペクトルを示す。

吸収端は 400 nm程度であり、CdS（禁制帯幅：

2.42 eV）よりも大きな禁制帯幅の膜が得られて

いることがわかる。また、400 nmより長波長側

で干渉によるピークが観測された。この干渉によ

るピークの間隔から ZnS 膜の膜厚を見積もった

ところ、約 2.3 µmとなった。 

 次に、SEM により表面形態を観察した。Fig.3

にその結果を示す。粒径 0.1 µm 程度の多結晶膜

が形成されていることがわかる。 
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Fig.1 X-ray diffraction pattern of the 

obtained ZnS film. 
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Fig.2 Transmission spectrum of the 

obtained ZnS film. 

Fig.3 Surface morphology of the obtained 

ZnS film. 
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